ANHANG A. ABKURZUNGENUND FORMELZEICHEN

Anhang A

Abklrzungenund Formelzeichen

Abkirzung Bedeutung

AES AugerElektronenSpektroskpie
CBD ChemicalBathDeposition

CdS CadmiumSulfid

CGS CuGaSe

CIS CulnS

Cu+ kupferreichePraparation
CuGaSe KupferGallium Diselenid
Cu(In,Ga)$ Kupferindium Gallium Disulfid

Cu(In,Ga)(S,Se)
CulnS

Kupferindium Gallium Disulfoselenid
Kupferindium Disulfid

CulnSe Kupferindium Diselenid

CVvD ChemicalVapourDeposition

CVvT ChemicalVapourTransport

CZH CuGaSe-ZnSe-Heterostruktur

EDX Enegy Dispersve X-Ray Analysis

Ga+ galliumreichePraparation

GaAs Gallium Arsenid

HRXRD High ResolutionX-Ray Diffraction

ICP lonisationChemical

KCN Kaliumcyanitlosung

MBE MolecularBeamEpitaxy

MOCVD Metal OrganicChemicalVapourDeposition
MoSe MolybdanDiselenid

MOVPE Metal OrganicVapourPhaseEpitaxy

PVD PhysicalVapourDeposition

REM RastelElektronenMikroskop (s.a.SEM)
SCAPS-1D SolarCell Capacitanc&imulatorin oneDimension
SEM ScanningelectronMicroscoyy (s.a.REM)

SIMS Sekunér lonenMasserSpektrometrie

SNMS Sekundr NeutralteilcherMasserSpektrometrie
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Abkiirzung  Bedeutung

XRD X-Ray Diffraction
Zn0O Zink Oxid
ZnSe Zink Selenid
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ANHANG A. ABKURZUNGENUND FORMELZEICHEN

Formelzeichen

Esist die jeweils gebraudliche Einheitanggeben.

GrolRe Einheit Bedeutung

a 1 Kristallachse

A m? Flache

B kg/(As?)=T MagnetischeFluRdichteektor

B 1/Q Blindleitwert (Suszeptanz)

C F(/mP) Kapazitit (meistpro Einheitsfiche)

C 1 Kristallachsez-Richtung

G F KapazititsbeitrageinesDefekts(meistpro Einheitsfache)

Cq F Kapazitit der Verarmungszoneeines p-nUbeganges
(meistpro Einheitsfhche)

D cnéls Diffusionslonstante

d m Abstand Dicke

e 1.6022- 10 1° As Elementarladung

€ 1 Relatve Dielektrizitatszahl

E Vim elektrische~eldsarke

€0 8.85-10"12 As/(Vm) Dielektrizitatslonstante

Ea eV Enegie desAkzeptorsbzgl. Valenzbandes

Ec eV Enegie anderLeitungsbandkante

Ep eV Enegie desDonatorsbzgl. Leitungsbandes

Er eV Enegie desFerminveaus

Ec eV Ec-Ev

= eV Enegie einesDefektsbzgl. desnachstgelgenerBandes

By eV Enegie anderValenzbandkante

F N Kraftvektor

f Hz Frequenz

G 1/Q Leitwert (Konduktanz)

I A Stromsérke

i V-1 ImagirareEinheit

T A Scheitelvertder Stromsarke

i A Gleichstromanteil

j A Momentanwertler Stromséarke

j A/m? Stromdichtgektor

j Alcm? Stromdichte

k 1.38-1022 J/K Boltzmannlonstante

u cm?/(Vs) Beweglichkeit

m kg Masse

Mo 9.11-10 31 kg Elektronenmasse

Me kg effektive Elektronenmasse

mg mo relative effektive Elektronenmasse
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Groe Einheit  Bedeutung

My kg effektive Lochmasse

my; mo relative effektive Lochmasse

Hm 10m  Mikro Meter

n cm3 Elektronendichte

Na cm3 Akzeptorlonzentration

Ny cm—3 KonzentrationonisierterAkzeptoren
Nc cm—3 Effektive ZustandsdichtanderLeitungsbandkante
Np cm—3 Donatorlonzentration

NG cm™3 KonzentrationonisierterDonatoren
N cm 3 intrinsischeElektronendichte

N cm—3 KonzentratioreinesDefekts

Ny cm3 Effektive ZustandsdichtanderValenzbandkante
P cm 2 Locherdichte

Q As Ladungsmenge

R Q OhmscheWiderstandResistanz)

X Q Blindwiderstand Reaktanz)

Z Q komplexer WiderstandImpedanz)
R cn/(As)  Hall-Koefizient

o Q'm~! spezifische eitfahigkeit

t h Stunde

0 °C Temperatur

t S Zeit

T K absoluteTemperatur

U \% SpannungPotentialdiferenz

u \% Momentanwertler Spannung

Up \% Driftspannunganeinemp-n-Ubegang)
a \% Scheitelvertder Spannung

% m/s Geschwindigkitswvektor

w m WeitederVerarmungszone

w s1 Kreisfrequenz

Y 1/Q komplexer Leitwert (Admittanz)
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Anhang B

Proben

Bez. Herst. Schichtfolge Analyse Absorber Puffer

1 MOVPE GaAs/CuGaS#£ZnSe/ZnO AES,Adm. 400nm, Ga+ 2minZnSe
2 MOVPE | GaAs/CuGaS#ZnSe/ZnO AES Adm. 400nm, Cu+ 2minZnSe
3 MOVPE | GaAs/CuGaSgZnSe/ZnO Adm.C(V) 1200nm, Ga+ 2minZnSe
4 MOVPE | GaAs/CuGaS#ZnSe/ZnO AES,Adm.C(V) | 1200nm,Ga+ | IminZnSe
5 MOVPE GaAs/CuGaS#£ZnSe/ZnO AES 1200nm, Ga+ 4minZnSe
Gat PVD Mo/CuGaSe/CdS/ZnO Adm.C(V) Galliumreich Standard
Cu=Ga PVD Mo/CuGaSeg/CdS/ZnO Adm.C(V) quasigbch. Standard
Cu+ PVD Mo/CuGaSe/CdS/ZnO Adm.C(V) Kupferreich Standard
Puffer PVD Mo/CuGaSg/CdS/ZnO Adm.C(V) quasigbch. Verunr
Z40 PVD(SSI) | Mo/Cu(In,Ga)(S,SeJZnS/ZnO| Adm ZnS,40°C
Z50 PVD(SSI) | Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)ZnS/ZnO| Adm ZnS,50°C
Z60 PVD(SSI) | Mo/Cu(In,Ga)(S,Se)ZnS/ZnO| Adm ZnS,60°C
DMSO+S | PVD Mo/CulnS$/CdS/ZnO Adm Oberfachenbeh] Standard
DMSO PVD Mo/CulnS/CdS/ZnO Adm Oberflichenbeh, Standard
SbCk PVD Mo/CulnS/CdS/ZnO Adm Oberflhichenbeh| Standard
Baseline | PVD Mo/CulnS/CdS/ZnO Adm Standardzelle | Standard
Dioxan+S| PVD Mo/CulnS/CdS/ZnO Adm Oberfachenbeh] Standard
R1 MOVPE | GaAs/CuGaSgMo-Kontakt Hall Cu+Grad. —

R2 MOVPE | GaAs/CuGaSg#Mo-Kontakt Hall Ga+ —

R3 MOVPE | GaAs/CuGaSgAu-Kontakt AES, Hall Cu+ —

R4 MOVPE | GaAs/CuGaSgAu-Kontakt AES Cu+ —

PL1 MOVPE | GaAs/CuGaSgMo-Kontakt Hall Cu+Grad. —

PL2 MOVPE | GaAs/CuGaSgMo-Kontakt Hall Cu+Grad. —

PL3 MOVPE | GaAs/CuGaSg#Mo-Kontakt Hall Cu+Grad. —

PL4 MOVPE | GaAs/CuGaSgMo-Kontakt Hall Cu+Grad. —

S1 MOVPE | GaAs/CuGaSg#Mo-Kontakt Hall Cu=GaGrad. —

S2 MOVPE | GaAs/CuGaSgMo-Kontakt Hall Cu=GaGrad. —

Es bedeutet: Adm.: AdmittanzmessungAES: AugerSpektroskpie, Cu+: kupferreiche Praparation,
C(V): Kapaziit-Spannungs-Messg, Ga+:galliumreichePraparationGrad.:[Cu]/[Ga]-GradientHall: Hall-
MessungStandardStandardcdSausCBD
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